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深紫外 LEDの光取り出し効率改善には、基板剥離が有効であり、その手法の一つとして可

視 LEDで用いられたレーザーリフトオフ(LLO)が考えられる。しかし、深紫外 LEDにおける

LLOに関する報告は多くなく、特に AlNを直接励起できるレーザーで剥離させた例は少ない

[1]。また、LLO時に界面に形成される Alドロップレットの再接着が基板剥離を困難にさせ

る可能性も指摘されている[2]。今回、AlN を励起可能なレーザーを用いつつも、光吸収の

促進と Alドロップレット形成の抑制を意図して、サファイア基板上に直接 AlGaN層を成長

させた試料で LLOを行った。その AlGaN層の効果と剝離機構に関する結果を報告する。 

Fig.1に示す、1 mm角 LEDチップの p側全面を支持基板と接合した試料を作製した。LED

チップには、サファイア上に AlN層を直接積層した場合と、その間に 50 nm Al0.65Ga0.35N光

吸収層を挿入した場合を用意した。LLOには、ArFエキシマレーザー（波長：193 nm、設計

ビームサイズ：1.1×1.3 mm2、エネルギー密度：0.58 J/cm2）を使用した。Fig.2は、1回照

射後の光学顕微鏡像である。AlGaN光吸収層の導入により、照射時の変質面積の拡大が確認

された。Fig.3 は Fig.2(b)の断面 SEM-EDS 像である。空隙が存在し、剥離が確認できた一

方、Gaの EDS信号より、AlGaN光吸収層は分解せず、サファイア基板が分解していることが

示唆された。さらに、複数回照射により上記試料全面の基板剥離に成功した。剥離前後で同

等の PL 強度が得られ、剥離時における活性層へのダメージは生じていないと考えられる。 
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